Hyperabrupte Si-Kapazititsdiode

BB 309

Fiir den VHF-Bereich

Die BB309 ist eine Silizidm-Planar-Kapazitatsdiode mit besonders hohem Kapazititsverhilt-
nis im Kunststoffgehduse SOD-23. Sie ist zur Abstimmung im VHF-Bereich mit groRer
Frequenzvariation insbesondere in CATV-Tunern geeignet. Die Kathode der BB 309 wird

durch einen griinen Farbbalken gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer
BB 309 | Q62702-B85

Vorlaufige Daten

Grenzdaten

Sperrspannung
Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaBstrom (I, <60°C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten (7, = 25 °C)

Sperrstrom (Ug =28 V)
Sperrstrom (Ug=28 V; T, =60°C)
Kapazitat (Ug=1V; f=1 MHz)
Kapazitat (Ug =28 V; f=1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis

(Ur =1/28 V; f = 1 MHz)
Serienwiderstand (f = 200 MHz)
Gleichlaufpaarung (Ug = 1-28 V)
bei Bestiickungsséatzen

Kat hode

2

i
-
e

X
25

Gewicht etwa 0,1 g

28
30
20
-55 bis +100

<50

<0,5

56 (>49)

4,1 (3,7 bis 4,5)
12 bis 15

=07
<*1,5

MaRBe in mm
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode fiir AM-Rundfunk BB 312

BB312 ist eine hyperabrupte Zweifach-Kapazititsdiode im Kunststoffgehduse TO-92 mit
gemeinsamer Kathode fiir den Einsatz im Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich. Die beiden
Teildioden haben innerhalb der angegebenen Toleranzen gleiche Kapazititswerte.

Typ | Bestellnummer
BB312 | 062702-B143
‘ Ay K A
i—&»—l—ﬁ—l 0,4x04 3
Nk A }
e 14,1 gy— 52— 255‘
52-02

Gewicht etwa 0,25 g;

MafRe in mm

Fur Montage auf Leiter-

platten: Bohrung @ 0,6 mm
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 32 \
DurchiaBstrom (T, = 60 °C) Ig 50 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +80 | °C
Statische Kenndaten (T, = 25 °C)
Sperrstrom (Ug = 32 V) Ig | =20 | nA
Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) .
Diodenkapazitat
(Ug = 1V; f=1MHz) Co 485 (>460) pF
(Up =30V; f=1MHz) G 21 (<26) pF
Serienwiderstand
(Ug = 1V; f=1MHz) rs =2 Ohm
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode fiir AM-Rundfunk

BB 312

Das Kapazitdtsverhaltnis der beiden Teildioden einer BB312 im Bereich Uy = 1 bis 30 V ist

durch die folgenden Toleranzdaten gekennzeichnet:

Grundtoleranz') ]
Die prozentuale Abweichung der Kapazitatswerte
bei Uy = 1V liegt innerhalb K /K/ <3
Zusatztoleranz?)
Im Bereich Uz = 1 bis 30 V gelten,
ausgehend von K als Bezugspunkt,
folgende zusitzliche Toleranzen S
{(Up = 1 bis 10 V) /8 / <1
(Ug = 10 bis 20 V) /18,/ <2
{Ug = 20 bis 30 V) /1 8/ <3

C, -G G-
NK= | ys=|—"""]-K
) ( C )un=1v; . ) ( Cm )un=1-30v

{Cn, m) Uy = Kapazitat der Teildioden einer BB312 bei Uy
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BB 312

Spannungsabhangigkeit der

Sperrschichtkapazitit ¢, = F{UR)

pF

600 \\

¢
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—_— UR

30V

3

-1

-2

Toleranzfeld der
Diodank .

S = f{Us)

S= F( Uy

10

20

30V
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Si-Dreifach-Abstimmdiode fiir AM-Bereiche BB313
in Autoempfingern

BB 313 ist ein ionenimplantiertes Silizium-Kapazitdtsdioden-Array. Die drei mit gleichen
Kapazitdtswerten ausgestatteten Teildioden sind mit gemeinsamer Kathode auf einen
Kristall integriert, was Rohe Gleichlaufgite verbiirgt.

Das montagefreundliche Kunststoff-Flachgehause SOD-37 hat einseitig herausgefiihrte
AnschlUsse und gewdhrleistet durch seine Innenkontaktierung hervorragende gegenseitige

Abschirmung der Teildioden. 2301

e T e 13203 — -

| |
Typ | Bestellnummer |
BB313 | Q62702-B145 |

L

254205

Grenzdaten K K Gewichtetwa0,1g MaBe in mm
Sperrspannung Urm 12 \'
DurchlaBstrom (T, = 60°C) I 50 mA
Umgebungstemperatur T, —55 bis +80 °C

Statische Kenndaten: (T, = 25°C)

Sperrstrom (Ug = 10 V) Ix <50 ’ nA
(UR 10V; TU = 60°C) ]R <200 nA

Il
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BB313

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C) auf Teildioden bezogen

Diodenkapazitat (f = 1 MHz)
(U =1V)
(Uy = 85V)

Kapazitatsverhaltnis

(U =1V;85V)

Serienwiderstand
(Cp = 485 pF; f = 0,5 MHz)

Koppelkapazitat zwischen
zwei Teildioden

Kapazitatsabweichung zwischen

Teildioden (U = 1 V)

Gleichlauftoleranz der
Teildiodenkapazitaten
(Ug = 1 bis 8,5 V)

Temperaturkoeffizient der

Diodenkapazitit (Ug = 1 bis 8,6 V)

Gutefaktor
(Cp = 485 pF; f = 0,5 MHz)

')
G')

Corv/Cos, 5 v

s%)
TK:

Q

485 (440-530)
22 (17-29)

22 (>18)

<25

25

<16

1,6-3

500 (<1000)

550 (>260)

1) Auf Wunsch sind die Dioden gruppiert lieferbar, Basistoleranz der 1 V-Kapazitat: 6%.

G- G
2) = | Zm -
) k ( . )uﬂ=1v 3,s={cnccm —

n Us=1Vbis85V

pF

Ohm

fF

%

%

ppm/K
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Si-Dreifach-Abstimmdiode fiir AM-Bereiche

in Autoempfingern

BB313

Gleichlauftoleranz S = f(Uy)

01

pF
10°

C
TD S

10°

10'
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2 345678 910V
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Diodenkapazitit C, = f(Uy)

Streugrenzen <\\

»

0
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2 3 65678 90V
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Gitefaktor Q = f{Ug)
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10°
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Silizium-Zweifach-Abstimmdiode

BB 314

Vorlaufige Daten

o Fir FM-Tuner mit erweitertem
Frequenzbereich

e Spezielles Implantationsprofil
gewihrleistet hohen Kapazitatshub

e Besonders geeignet fur Auto-
empfanger

o Monolithische Konstruktion fir besten
Kapazitatsgleichlauf beider Teil-
dioden,
gemeinsamer KathodenanschluB

o Kapazitatsgruppierung auf Anfrage

Typ | BB 314
Best.-Nr. | Q62702-B397

Grenzdaten je Diode

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
DurchlaBstrom

T.< 60°C
Lagertemperatur

TO 92
*___A,Z-o. L
2’_ 04709
+
Raster 2x 127
18 \%
20 \
50 mA
—55...+100 °C
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BB 314

Kenndaten je Diode (7, = 25 °C)

. min | typ max
Sperrstrom I
Ve =16V - — 20 nA
16V, T, =60°C — - 0,2 A
Diodenkapazitat, f = 1 MHz C;
Ve=2V — 4475 | — pF
8V - 203 | — pF
Kapazitatsverhaltnis Cr2 — 2,2 — —
Ve=2V,8V;f=1MHz c8

Diodenkapazitat C; = f(VR)
je Diode, f = 1 MHz

80

\

&G 0N

60

50 \

40

30

20
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Silizium-Kapazititsdiode fiir den VHF-Bereich . BB 409

BB 409 ist eine Silizium- Kapaznatsduode in Planartechnik im Glasgehduse DO-35. Sle ist
besonders als Abstimmdiode in VHF-FS-Tunern der FCC- und OIRT-Norm geelgnet Auf
Wunsch werden die Dioden nach Gleichlauf sortiert zu Bestliickungssétzen zusammenge-
stellt. im Bereich der Sperrspannung 1 bis 28 V betragt die Kapazitédtsabweichung innerhalb
eines Satzes maximal 3%. Der Glaskorper ist griin lackiert mit schwarzem kathodenseitigem
Farbring und Klartext-Typenaufdruck.

Kathode 0
Typ | Bestellnummer ﬁ]ij p
BB409 | Q62702-B112 — 289138

16

e 61,6 ———

Gewichtetwa 0,12g MaRe in mm
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 28 \Y
Sperrspannung Scheitelwert Urm 30 \
DurchlaBBstrom (7, =60 °C) Ir 20 mA
Lagertemperatur Ts —55 bis +150 | °C
Kenndaten (7, = 25 °C)
Sperrstrom (Ug = 28 V) I =20 nA
Sperrstrom (U = 28 V; T, = 60 °C} I =«2 pA
Diodenkapazitat (f = 1 MHz) (Uy = 3 V) (o 26 bis 32 pF
(Us = 25 V) Cp 4,5 bis 5,6 pF
Kapazitatsverhaltnis Cav 5 bis 6,5 -
Cosv ®

Giitefaktor (Ug = 3 V; f = 50 MHz) Q 280 -

(Ug = 25 V; f = 200 MH2) N Q 600 -
Serieninduktivitat (gemessen an den
AnschluBdrahten 1,56 mm vor dem Gehéuse) L 25 nH
Temperaturkoeffizient der Sperrschichtkapazitét 1
(Ug = 3V; f=1MHz) TK: 2510 K

1

(Ug = 25V; f =1 MHz) TK: 08 - 107 K
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Silizium-Kapazititsdiode fiir den VHF-Bereich

BB 409
Spannungsabhiingigkeit des Spannungsabhiingigkeit der
NA Sperrstromes I, = f(Ug) pF Diodenkapazitit C, = f(Ug)
10! 60
5
C
R RGN
T 0
N\
Ty=60°C N
100 Eibrdly W \
Il
5 N\
/ 30 \\
L= N, 20 N
,II II
5 N
/ 0 \
'/ \\
LA
10 ol 0
100 5 10 5 10y 0,3 1 3 10 30V
—FUR — UR
Pt L . in Ahk P
% Temperaturkoeffizient der von der Frequenz Q = f(f)
K Diodenkapazitat 7K, = f(Uy) Up = Parameter
107 10+
Tke °
5
T 0
10° T Up=25V
> N \
N < 03 \\
N \ AN
N 2ZVN\
4 \\\ 5
5 N\
N
ﬁv\
10-5 102
10° 5 1o 5 102y 10 5 100 5 108 MH
—_— UR —
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode fiir AM-Rundfunk BB 413

BB413 ist eine Silizium-Dreifach-Kapazititsdiode in Planartechnik im Kunststoffgehsuse
SOT-37 mit gemeinsamer Kathode und gleichen Kapazititswerten, fir den Einsatz im Kurz-,
Mittel- und Langwellsnbereich.

e 13203
Typ | Bestelinummer ﬂ )

BB413 [ Q62702-B86
K
A
Al R0z
2'51,:0,5
10,16

Grenzdaten Gewicht etwa 0,1 g MaRBe in mm
Sperrspannung Us 32 v
DurchlaBstrom (T, =60 °C) I 50 mA
Umgebungstemperatur Tu -55 bis +80 °C
Statische Kenndaten (7, = 25 °C)
Sperrstrom (Ug = 32 V) I <560 nA

(U =32V; Ty, =60°C) In <200 nA

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)
Diodenkapazitat

(Ur =1V;f=1MHz) Co 345 bis 410 pF
(Ug =10 V; f =1 MHz) . Co 90 bis 135 pF
(Ur=20V; f=1MHz) Co >24 pF
(Us =30V;f=1MHz) Co 10 bis 20 pF
Serienwiderstand

(Co = 345 pf; f = 0,5 MHz) re <2 Q
Koppelkapazitat zwischen 2 Teildioden Com 20 fF

Das Kapazitatsverhaltnis zweier beliebiger Teildioden einer BB413 im Bereich Ug = 1 bis 30V
ist durch die folgenden Toleranzdaten gekennzeichnet:

Grundtoleranz')
Die prozentuale Abweichung der Kapazititswerte
bei Ur = 1V liegt innerhalb K K <3 %

Zusatztoleranz')

Im Bereich Ur=1 bis 30V gelten, ausgehend von
K als Bezugspunkt, folgende zusitzliche
Toleranzen s

(Ug = 1 bis 10 V) i 1S,/ <1 %
(Ur = >10 bis 20 V) 1S,/ <2 %
(Ug = >20 bis 30 V) /S3/ <3 %
, CoCm o enta ) .

}K=( Cnm )UR=IV; S=\"e. Jus=1a0v

(Cu, m) Un = Kapazitat der beliebig wéhlbaren Teildioden einer BB413 bei Ug - n,m =1, 2, 3.
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode fiir AM-Rundfunk BB 413

Toleranzfeld der Diodenkapazita Streubereich der Diodenkapazitiit
untereinander Cp =f (Ug)
S =f({Ur) - .
% pF
5 500
S & clJ L N
7,
T 3 x 400 AN
2 Z B0
\\\ \\
300 N\
! N\ :\\
0 S=F{ U ) A\
L N
-2 v ov77, k!
Y
- A
3 100 \\N
4 N
-5 0
0 10 20 30V 03 1 3 10 30V
— Ug — Uk
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Silizium-Kapazititsdioden BB 501
BB 503

fiir den UHF- und VHF-Bereich

BB 501 und BB503 sind Silizium-Kapazititsdioden in Planartechnik,

BB501 im Kunststoffgehduse 10B2 DIN 41868 (T0O-92),

BB 503 im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (TO-236) fiir Schichtschaltungen.

Sie eignen sich besonders fiir AFC- und Synthesizer-Anwendungen bis 1 GHz, BB 503 vorzugs-
weise in Schichtschaltungen.

BB503
Typ | Stempel | Bestellnummer 1:0.05,‘1‘30,05
BB501 | BB501 Q62702-887 A EE T e
BB503 uB Q62702-B89 r 1 =
| T %
T
04 £0.03 ; 1025
-—3_0115—J < 1235
Gewicht etwa 0,02 g
BB501
04x04
Eu.,]_m—# 520
Gewicht etwa 0,2 g
Grenzdaten 7, = 25 °C BB501, BB503
Sperrspannung Ug 28 \
Sperrspannung Scheitelwert Ugam 30 Vv
DurchlaBstrom (7, =60 °C) Ie 20 mA
Umgebungstemperatur Ty —-55 bis +100 °C
Kenndaten
Sperrstrom (Ug = 28 V) I =50 nA
Sperrstrom (Ug = 28 V; Ty = 60 °C) I =0,5 A
Kapazitat (Ugr = 3 V; f = 1 MHz) Co 9 bis 14 pF
Kapazitat (Ug = 25 V; f = 1 MHz) Cp 1,9 bis 2,4 pF
Kapazitatsverhaltnis . Cpav 4,5 bis 6 -
(Ug = 3/25V; f = 1 MHz) Cozsv
Serienwiderstand (Cp = 12 pF; f = 330 MHz) re 0,7 Q
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Silizium-Kapazitiatsdioden

BB 502
BB 504

fiir den VHF-Bereich

BB502 und BB504 sind Silizium-Kapazitatsdioden in Planartechnik,
BB502 im Kunststoffgehduse 10B2 DIN 41868 (dhnl. TO-92),

BB 504 im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (TO-236).
Sie eignen sich besonders als Abstimmdioden, fur AFC- und Synthesizer-Anwendungen im

VHF-Bereich, BB504 vorzugsweise in Schichtschaltungen.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BB502 BB502 Q62702-B88
BB504 ubD Q62702-B90

Grenzdaten 7, = 25 °C

Sperrspannung
Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaBstrom (7, =60 °C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten

Sperrstrom (U = 28 V)
Sperrstrom (Ug = 28 V; T, = 60 °C)
Kapazitat (Ug = 3 V; f = 1 MHz)
Kapazitat (U = 25 V; f = 1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis (Ug = 3/25 V)

Gltefaktor (Ug = 3 V; f = 50 MHz)

154

BB 504
120,05 120.05

[E -+ Er 012005
———

A
T >
, o B
N e
K K —
04+0.03 & 01.025
3 XY a8
Géwicht etwa 0,02 g
BB502 { ALK
0,4x04 o
S+
le— 14 52 ? %%
']‘ — 5,0 ore— 1
02 02 51-0,2“—
Gewicht etwa 0,2 g
BB502, BB504
Ugr 28 \"
Ugm 30 \"
Ie 20 mA
Ty —55 bis +100 °C
I =50 nA
I =0,5 nA
Co 26 bis 32 pF
Co 4,3 bis 6 pF
CD3V 5 bis 6,5 -
CDZSV
280 -



BB 505 B

Silizium-Abstimmdioden BB 505 G

® Fir UHF- und VHF-Tuner DO 35 DHD
. Kathode $0,54

F—28,9—=138 28,9—= L

Typ BB 505 B BB 505 G

Best.-Nr. Q62702-B37 Q62702-B270

Farbe orange

Grenzdaten

Sperrspannung Va 28 \

Spitzensperrspannung Viam 30 \"

DurchlaBstrom It 20 mA

T.< 60°C

Betriebstemperatur Top —55...+100 °C

Lagertemperatur Tag —55...+150 °C
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BB 505 B

BB 505 G
Kenndaten (7, = 25 °C)
min | typ max
Sperrstrom Iy
V. =28V - — 20 ([nA
28V, T, =60°C - - 05 |pA

Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BB505B: Vp = 1V - 175 | — pF

28V 1,85 | — 225 |pF
BB505G: Vo= 1V — 175 | — pF

28V 1,8 - 24 |pF
Kapazitatsverhaltnis C;1
Ve=1V,28V;f=1MHz Cc:28
BB 505 B 77 — 94 | —
BB 505 G 75 |— |95 |—
Kapazitatsgleichlauf AC; — - 3 %
in Bestlickungssatzen Cr
Voa=05V...28V
Serienwiderstand rg
C; = 9pF, f= 470 MHz
BB 505 B — — 07 |Q
BB 505 G - — 1 Q
Serieninduktivitat Lg - |3 — |nH
Temperaturkoeffizient
der Diodenkapazitat
Va= 1V,f=1MHz TC. — 480 — ppm/K

61



BB 505 B
BB 505 G

Diodenkapazitat C; = f(Vp)
f=1MHz

pF -
24

y 4

Cr 20

03 1 3 10 30V

62



BB 515B
Silizium-Abstimmdioden BB 515G
Vorléaufige Daten Mini-plast

d .
® Fir UHF- und VHF-JV-Tuner Kafhode o <0.01 0'11 s
1554015 |-, —- ="
® Hohe Gute und GroBsignalfestigkeit i e
durch speziell gefihrte Implantation 'f——l:] =
® Kunststoff-Miniaturgehause g
fir Oberflachenmontage (SMD) p
1,35max.

Typ | BB515B | BB515G
Best-Nr. | Q62702-B398 | Q62702-B399
Grenzdaten
Sperrspannung Vi 28 \
Spitzensperrspannung Vam 30 \
DurchlaBstrom I 20 mA
T,< 60°C
Betriebstemperatur , Top —55...+100 °C
Lagertemperatur stg —55...+100 °C
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BB 515B
BB 515 G

Kenndaten (7, = 25 °C)

. min | typ max
Sperrstrom I
Ve =28V — - 20 nA
28V, T, =60°C - — 02 [upA

Diodenkapazitat, f = 1 MHz Cr
BB515B: Vo= 1V — 17,7 | — pF

28V 185 | — 225 | pF
BB515G: V= 1V — 17,7 | — pF

28V 18 | — 24 | pF
Kapazitatsverhaltnis CH1
Ve=1V,28V; f=1MHz Cc:28
BB515B 8 - 9,5 —
BB 515G 75 — 9,5 —
Kapazitatsgleichlauf AC; — - 3 %
in Bestlickungssétzen <
Ve =05V...28V
Serienwiderstand re
C; = 9pF, f= 470 MHz
BB515B - 055 | — Q
BB 515G - — 1 Q
Serieninduktivitat - Ls — 25 - nH

pF
24 Diodenkapazitat Cr = f (V)
. f=1MHz
N

Cr 20

- HHN

03 1 3 10 30V
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